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Droite de charge et point de fonctionnement
Influence de la température sur la caractéristique
Résistance dynamique aux petits signaux autour du point derepos
Linéarisation dela caractéristique
Quelques applications de la diode :
M ontage écr éteur
Redressement bi-alternances
Diode Zener : caractéristiques

Application dela diode Zener : alimentation stabilisee simple
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DROITE DE CHARGE D'UNE DIODE : POINT DE FONCTIONNEMENT

Equation de ladroite de charge deladiode: VAK =- Rc A +VCC
Ladroite de charge passe par les points:

A =20 mA pour VAK nul
|A =16 mA pour VAK =1V

Le point de fonctionement est |’ intersection de la caractéristique de la diode avec la
droite de charge. Le point de fonctionnement est tel que:

VAKrepOS =066V et |Arepos =174 mA
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RESISTANCE DYNAMIQUE AUTOUR DU POINT DE FONCTIONNEMENT
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Equation de ladroite de chargedeladiode: VAK (1) =-Rc 1A (t) +eg (t) +VCC

La position de la droite de charge est fonction du temps. Son coefficient directeur est
constant. Pour une tension VAK nulle, le point de la droite de charge situé sur |'axe | A

évolue entre 16 et 24 mA.

Danslamesure ou I’ on peut considérer la portion M1 M2 de la caractéristique comme un
segment de droite (petites variations), ladiode est parcourue par un courant continu lp de

17.4 mA auquel se superpose un courant sinusoidal :

=14 reposh | o SIN (0O)

De méme, a la tension continue de 0.66 V aux bornes de la diode, se superpose une
tension sinuoidale :

VAK = VAK repos+ VAm Sin ((Dt)

On définit larésistance dynamique rq de ladiode selon :
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On en déduit alors: Vgm sin (wt) =rg |Am sin (wt)



INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LA
CARACTERISTIQUE DE LA DIODE
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Loi deladiode et mise en évidence des parametres dépendant de la
température :

é Vv u
I, =l exp(—£)- 1,

Courant inverse de saturation :

ls =Ap(- %

Evolution de latension V ak en fonction de latempérature :
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LINEARISATION DE LA CARACTERISTIQUE D’UNE DIODE
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Philippe Roux
VD prise en général égale à 0.6 Vest une force contre électromotrice. 

Rs est de l'ordre d'une dizaine d'ohms. 
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REDRESSEMENT BI-ALTERNANCESAVEC FILTRAGE
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VOLTAGE REGULATOR DIODES
DIODES DE REGULATION DE TENSION
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Voltage regulator diodes
Diodes de régulation de tension

Epi 2% tamb = 25°C

Py =13Wh,  =25°C VESIV/Ip =200 mA

Type I Coe {Vay|Vgy Vz*;/'zv rv |2 St2x “vz ' ./Vn

Trpe Sottir Liv) vl v/ imA) I | () (maA) weg) | waY tvi

min,  nom, max, JMax. Max, - MY . e,

*BZXB5-C2V7 D041 25 2.7 29 60 20 400 1 000 —005 150 1
*BZX85-CIV0 DO41 28 3 32 B0 20 400 1 008 -005 100 1
*BZX85.CIV3 D041 31 33 35 60 20 400 1 008 005 a0 1
*8ZXx85.CIV6 DO41 34 18 38 60 15 500 t —008 -005 20 3
*BZX85-C3IV8 DO41 3,7 30 41 60 15 500 1 00/ —002 10 1
*BZXB5.C4V3 DO41 & 43 48 50 12 S00 1 005 +001 3 1
*a2X85-C4 V] D041 44 47 § 45 13 600 1 -003 <004 3 15
*8ZX85.C5V1 D04V 48 51 S4 45 10 500 1 001 4004 1 2
*BZX85-C5V6 DO4) 52 56 6 45 7 400 1 0 +00451 2
*8ZXB5-CAV2 D041 58 62 66 35 4 300 1  +001 +00551 3
*8ZX85-C6 V8 DO41 64 68 7,2 35 35 300 1  +0015 +006 1 4
*B2XB5-C7VS DO4Y 7 75 79 35 3 200 05 +002 +00651 45
*BZXB5-CBVZ DO41 7,7 82 B7 25 5 200 06 +003 +007 1 §
*LZX85-C9VI DO41 B5 91 96 25 & 200 05 <0035 +00751 65
*B2ZX85-C10 D041 94 10 106 25 7 200 05 +004 +0080 05 7
*BZX85.C1t  DO-41 104 11 116 20 B 300 05 <+0045 +0080 05 7.7
*BZX85.C12 D041 114 12 127 20 9 350 05 +0,045 +0.085 05 8.4
*BZX05.C13  DO4! 12,4 13 141 20 10 400 05 +005 +0085 05 91
*BZX05-C15 DO4) 138 15 158 15 15 500 05 +N0s5 +0.03 05 105
*DZX85.C16 D041 153 16 17,0 15 15 500 05 +0055 +009 05 11
*BZX85-C18 D041 168 18_ 191 15_20 500 05 4008 +009 05 125
*BIXA5.C20 DOA1 168 20 212 10 24 BOO 08 4008 4000 04 14
*DZXB5.C22  DO41 208 22 233 0 25 BOO 05 40,08 +009505 155
*BZX BS.C24 DO-41 228 24 256 10 25 600 05 40,06 +D095 05 17
*BZX85-C27 D041 251 27 289 B 30 750 0,25 +006 +0095 05 19

*prefarred device
Dilpositit recommanckd




ALIMENTATION D’UN MONTAGE PAR UNE PILE 10V 1A/h
— B0

E=10V = ) Circu_it
1A/ électronique

REMPLACEMENT DE LA PILE 10V PAR UNE ALIMENTATION STABILISEE SIMPLE

R |=0.1A
220 Veff o |' F—o—»
4
—— Circuit
C= Dz Vz électronique
O
Redressement et filtrage
@ @ I=01A
+ —>
Egcé_c =2V €g |Zrepos
- Circuit
Dz Vz éectronique
10V

E=20V '|'

DiodeZener : Vz =10V |ZrepOS: 10mA Rz =2Q @

1) Analyse en mode continu : calcul deR
R |=0.1A
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2) Analyse en mode variable

+
€
- RZ
- 43mV Ve 2
Egcac=2V oW cac



Philippe Roux
Durée de vie de la pile : 10 h !

Philippe Roux
Eg représente la tension d'ondulation aux bornes de la capacité de filtrage.
 
E représente la valeur moyenne de la tension aux bornes de C. 

Philippe Roux
L'analyse du fonctionnement du montage s'effectue à l'aide du théorème de superposition. 


Philippe Roux
Une tension continue de 10 V est appliquée au circuit aval. 

Philippe Roux
4.3 mV représente la tension d'ondulation résiduelle qui se superpose à la tension continue de 10 V. 

Philippe Roux
Diode choisie : 
- Tension 10 V.
- Courant de repos : 10 mA.
- Résistance dynamique pour les variations autour du point de repos : rZ = 2  . 
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